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1. 서론

최근 미사일, 폭발물에 적용되는 안전장치는 전자

식 점화안전장치(Electronic Arm and Fire Device,

EAFD)를 사용하고 있으며, 고에너지를 사용한 기폭

장치의 경우 모스 제어 사이리스터(MCT)를 기폭 스

위치로 사용한 경우가 있다[1]. 하지만 절연 게이트

양극성 트랜지스터(IGBT)의 경우 저전력, 고내압화,

고전류 밀도화가 가능한 고속스위치로 MCT보다 부

피는 크지만 출력펄스의 상승시간이 빠른장점이 있

다[2]. 본 연구에서는 IGBT를 사용한 EAFD 회로를

제안한다. 제안된 회로는 정류회로 및 장전부, 기폭트

리거부, 기폭관작동부, 충전전압 점검부로 구성된다.

광커플러를 이용해 기폭트리거부 및 기폭관작동부를

전기적으로 격리시키고 IGBT 고속스위칭소자를 사

용하여 회로를 설계하였다.

그림 1. IGBT를 이용한 EAFD 블록도

2. 본론

그림 1은 제안된 EAFD 블록도를 보여준다. 장전

신호에 의하여 정류회로부에서 기폭신호의 장전준비

단계 및 고전압생성부를 동작시키기 위한 전압을 생

성한다. 출력된 고전압은 충전전압점검부에서 확인이

가능하며, 기폭관작동부 내 차단 상태의 IGBT 양단

에 걸리게 된다. 기폭신호가 기폭트리거부에 인가 후

IGBT를 동작시키며 기폭관작동부의 기폭관에 순간

적으로 고전압이 출력되어 높은 펄스전류가 기폭관

에 유기된다.

그림 2. EAFD의 시뮬레이션 결과

그림 2는 EAFD 회로를 Pspice로 이용하여 시간에

따른 기폭관에 흐르는 전류특성을 나타내는 그래프이

며, 기폭신호가 인가되었을 때, 생성되는 전류 펄스를

나타낸다.

3. 결론

본 논문에서는 IGBT를 이용한 EAFD 회로를 제안

하였으며, 제안된 회로에서 장전신호 및 기폭신호 인

가 시 기폭관에 높은 고전류의 상승펄스를 나타내는

것을 확인 할 수 있다.
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